Molekularni krystaly na epitaxnim grafenu

Tranzistory s fiditelnou Shottkyho bariérou zalozené na grafenu predstavuji perspektivni
koncept organickych elektronickych zafizeni, ktery pfinasi fadu vyhod: vysoky proud a
operacni rychlost, flexibilitu a Skalovatelnost, pfiCemz jsou méné narocné na litografii.
Nicméné, vyzkum téchto zafizeni vyzaduje komplexni pfistup, nebot substrat urCuje
rist prvnich vrstev, které nasledné urcuji dalsi rast tenkych vrstev. V projektu se
zameérujeme na komplexni pfistup k této problematice: (i) optimalizaci grafenu na SiC -
jeho homogenitu, dopovani a drsnost; (ii) popisujeme zavislost kinetiky rdstu molekul
organickych polovodic¢i na teploté, depozi¢nim toku a dopovani grafenu, a (iii)
popisujeme strukturu a morfologii tenkych vrstev organickych polovodic¢l. V projektu se

bude student zabyvat méfenim zmeén fotoproudu na litograficky pfipravenych
interdigitalnich kontaktech grafenu/SiC s depozici molekul hexamethoxy-triphenylenu
(HMTP).

Na obrazku vlevo je zobrazena krystalova mtizka slozena z jednotlivych molekul HMTP na
grafenu. VVpravo je obrazek elektronove difrakce ukazujici daleko-dosahové periodické
uspofadani organickych krystald.
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